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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范代替JJG48—2004 《硅单晶电阻率标准样片》,与JJG48—2004相比,除编

辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了引言、引用文件、术语和计量单位;
———删除了硅单晶电阻率标准样片的级别分类;
———删除了硅单晶电阻率标准样片的清洗方法;
———修改了电阻率的测量范围,由原来的0.005Ω·cm~5000Ω·cm 改为

0.003Ω·cm~1000Ω·cm;
———修改了硅单晶电阻率标准样片直径的校准方法;
———修改了硅单晶电阻率标准样片厚度的校准方法;
———修改了硅单晶电阻率标准样片径向电阻率均匀性的校准方法。
本规范的历次版本发布情况:
———JJG48—2004;
———JJG48—1990。
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硅单晶电阻率标准样片校准规范

1 范围

本规范适用于电阻率在0.003Ω·cm~1000Ω·cm之间的硅单晶电阻率标准样片

的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG508—2004 四探针电阻率测试仪

GB/T14264 半导体材料术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 电阻率 resistivity
荷电载体通过材料受阻程度的一种量度。电阻率是电导率的倒数。符号为ρ,单位

为 Ω·cm。

3.2 厚度 thickness
通过晶片上一给定点垂直于表面方向穿过晶片的距离。通常以晶片几何中心的厚度

为该晶片的标称厚度。单位为μm。

3.3 直径 diameter
横穿圆片表面,通过晶片中心点且不与参考面或圆周上其他基准区相交直线的长

度。单位为 mm。

3.4 薄层电阻 sheetresistance
半导体或薄金属膜的薄层电阻,与电流平行的电势梯度对电流密度和厚度乘积的

比。又称方块电阻。符号为Rs,单位为Ω/□。

3.5 导电类型 conductivitytype
半导体材料中多数载流子的性质所决定的导电特征。

3.6 四探针 fourpointprobe
测量材料电阻率的一种点探针装置。其中一对探针用来通过流经样片的电流,另一

对探针测量因电流引起的电势差。

3.7 局部径向电阻率均匀性 regionaluniformityofradialresistivity
晶片中心点与偏离晶片中心半径10mm范围内的若干对称分布的设置点 (典型设

置取偏离中心点半径5mm处和半径10mm处)间电阻率的变化。用最大差值除以中

间值,以百分数表示。
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